
 

 



 

 

1.Опис навчальної дисципліни 

 
 

1 2 3 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма 

 рівень вищої освіти  

Нормативні показники 

для планування і 

розподілу дисципліни на 

змістові модулі  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна 

(денна) 

форма 

здобуття 

освіти 

заочна 

(дистанційна) 

форма 

здобуття 

освіти 

Галузь знань 

17 Електроніка, 

автоматизація та електронні 

комунікації 

 

Кількість кредитів – 3 

Вибіркова 

 

Дисципліни вільного 

вибору студента в межах 

спеціальності 

Спеціальність 

176 Мікро-та наносистемна 

техніка 

 

Загальна кількість годин – 

90 

Семестр: 

Освітньо-професійна 

програма 

Мікроелектронні 

інформаційні системи 

3 -й 3 -й 

Змістових модулів – 4 

Лекції 

10 год. 8 год. 

Лабораторні 

22 год. 8 год. 

 

Рівень вищої освіти: 

магістерський  

Кількість поточних 

контрольних заходів – 12 

 

  

Самостійна робота 

год.58 год.74 

Вид підсумкового 

семестрового контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 
Мета викладання дисципліни «Компоненти та матеріали мікроелектронних 

пристроїв» навчити студентів визначати розрахунковим шляхом основні параметри  

компонентів і матеріалів мікро – та наносистемної техніки; розвинути уміння про будову, 

види конструкцій та призначення основних видів пасивних та активних інтегральних 

компонентів; підбирати  та досліджувати необхідні електронні компоненти та матеріали для 

практичного використання при виконанні  кваліфікаційних проектів та  проєктуванні 

мікроелектронних пристроїв.  

 

Завданням дисципліни є набуття знань щодо впливу хімічного складу, структури, 

зовнішніх факторів, технології виготовлення і обробки на властивості матеріалів та 

компонентів мікро- та наносистемної техніки; володіння:  методами та програмними 

продуктами розрахунку параметрів та вдосконалення їх функціональних можливостей при 

різних умовах роботи; основними способами та видами методик дослідження 

характеристик та технологічних особливостей виготовлення; уміння аналізувати, 

моделювати та критично оцінювати отримані результати. 

 

 
      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент зможе: 
 

− Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази 

даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. 

− Забезпечувати якість виробництва; обирати  технології,  що  гарантують отримання  

необхідних  характеристик  твердотільних  пристроїв; застосовувати сучасні методи 

контролю мікро- та наносистемної техніки. 

− Досліджувати процеси у мікро- та наноелектронних системах, приладах й 

компонентах з використанням сучасних експериментальних методів та обладнання, 

здійснювати статистичну обробку та аналіз результатів експериментів. 

− Проводити випробування, експериментальні та теоретичні дослідження 

властивостей матеріалів, наноструктур та технологій, компонентів та пристроїв 

мікро- та наносистемної техніки. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких 

результатів навчання (знання, уміння тощо) та компетентностей: 

 

 
Заплановані робочою програмою результати 

навчання та компетентності 
Методи і контрольні заходи 

Вид компетентності  

1 2 

Інтегральна компетентність  

- ІК 1. Здатність розв’язувати складні задачі 

і проблеми у галузі професійної діяльності 

з мікро- та наносистемної техніки або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

 

 

 

Методи: 

Наочні методи (стенди, схеми, моделі, 

програмні продукти). 

Словесні методи (лекція, пояснення, 

робота з підручником). 

Практичні методи (індивідуальні  та 

тестові завдання, контрольні, розробка  



 

 

Загальні компетентності: 

 

− ЗК2. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово 

− ЗК4. Здатність проводити досліджень на 

відповідному рівні 

 

схем приладів за допомогою сучасних 

програмних продуктів). 

Логічні методи (індуктивні, дедуктивні, 

створення проблемної ситуації). 

Проблемно-пошукові методи 

(репродуктивні). 

Метод формування пізнавального 

інтересу (навчальна дискусія, створення 

та обговорення наукових робіт та 

цікавих винаходів). 

Спеціальні компетентності: 

 

− СК1. Здатність  ефективно  

використовувати  складне контрольно-

вимірювальне,  технологічне  та  

дослідницьке обладнання  при  

дослідженнях  та  виробництві  матеріалів, 

компонентів,  приладів  і  пристроїв  мікро-  

та  наносистемної техніки різноманітного 

призначення 

− СК 5.  Здатність  аргументувати  вибір  

методів розв’язання складних  задач  і  

проблем  мікро-  та  наносистемної  

техніки, критично  оцінювати  отримані  

результати  та  аргументувати прийняті 

рішення 

 

 

 

 

Методи: 

Дослідницький (наукова самостійна 

робота, проекти, макети виробів). 

Наочні методи (стенди, схеми, моделі, 

програмні продукти).  

Проблемно-пошукові методи 

(репродуктивні). 

Практичні методи (індивідуальні  та 

тестові завдання, контрольні, розробка  

схем приладів за допомогою сучасних 

програмних продуктів). 

 Логічні методи (індуктивні, дедуктивні, 

створення проблемної ситуації). 

Метод формування пізнавального 

інтересу(навчальна дискусія, створення 

та обговорення наукових робіт та 

цікавих винаходів). 

 

Програмні результати навчання:  

 

− Р8. Збирати необхідну інформацію, 

використовуючи науково-технічну 

літературу, бази даних та інші джерела, 

аналізувати і оцінювати її 

− Р9. Забезпечувати якість виробництва; 

обирати  технології,  що  гарантують 

отримання  необхідних  характеристик  

твердотільних  пристроїв; застосовувати 

сучасні методи контролю мікро- та 

наносистемної техніки 

− Р11. Досліджувати процеси у мікро- та 

наноелектронних системах, приладах й 

компонентах з використанням сучасних 

експериментальних методів та 

обладнання, здійснювати статистичну 

обробку та аналіз результатів 

експериментів 

− Р17. Проводити випробування, 

експериментальні та теоретичні 

Методи контролю і самоконтролю 

(усний, письмовий, програмований, 

лабораторно-практичний). 

Контрольні заходи: 

теоретичне тестування  за змістовим 

модулем, надання звіту із виконання 

лабораторної роботи, виконання 

індивідуального завдання, підсумкове 

тестування. 

 

 

 

 

 

 



 

дослідження властивостей матеріалів, 

наноструктур та технологій, компонентів 

та пристроїв мікро- та наносистемної 

техніки 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Компоненти та матеріали  

мікроелектронних пристроїв» є логічним продовженням опанування здобувачами освіти 

відповідних компетентностей та програмних результатів навчання в рамках спеціальності 

176 «Мікро –та наносистемна техніка» другого магістерського рівня.  Набуті при вивченні 

даного курсу знання необхідні у виробничій практиці, виконанні кваліфікаційної роботи 

магістра та подальшій дослідницькій діяльності в галузі електроніки, автоматизації та 

електронних комунікацій.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
          Змістовий модуль 1 «Провідникові та магнітні матеріали» 

Тема 1. Загальна класифікація матеріалів мікро- та наноелектроніки. Види матеріалів та 

металевих сплавів, їх основні властивості  та застосування. Класифікація, основні 

параметри  та характеристики провідникових матеріалів.  Метали і сплави високої 

провідності. 

Тема 2. Неметалеві, композиційні та оксидні провідникові матеріали. Класифікація 

магнітних матеріалів. Магнітні матеріали спеціального призначення.  Нанорозмірні 

матеріали електроніки. Високоентропійні сплави. 

Змістовий модуль 2  «Напівпровідникові матеріали та діелектрики» 

Тема 3. Властивості напівпровідників. Класифікація напівпровідникових матеріалів та  

основні їх групи. Фізичні ефекти в напівпровідниках, що мають важливе прикладне 

значення: термоелектричні явища; вплив сильного електричного поля на 

електропровідність. Параметри та характеристики напівпровідникових матеріалів.  

Властивості і використання напівпровідникових сполук типу  АIII ВV, АII ВVI .  

Тема 4.  Загальні фізико-хімічні властивості та класифікація діелектричних матеріалів.  

Пасивні та активні  діелектрики, основні групи, фізико-технічні властивості і можливості  

їх використання. 

Змістовий модуль 3 «Інтегральні пасивні компоненти» 

Тема 5. Базові компоненти мікроелектроніки, основні типи, класифікація та застосування. 

Напівпровідникові дифузійні та плівкові резистори. Резистори інтегрованих мікросхем. 

Конструкції, матеріали для їх виготовлення, основні параметри та характеристики.   

Тема 6. Напівпровідникові дифузійні  та плівкові конденсатори. Конструкції конденсаторів 

та матеріали для їх виготовлення, особливості застосування конденсаторів різних типів. 
Індуктивні елементи ІМС. Основні технічні характеристики індуктивності. Плівкові RC – 

структури.  

Змістовий модуль 4 «Інтегральні активні компоненти» 

Тема 7. Діоди універсального призначення. Діоди в напівпровідникових ІМС. Види, 

призначення, принцип дії, технологічні та конструктивні особливості, параметри та 

характеристики  діодів.  

Тема 8. Сучасні інтегровані біполярні транзистори. Режими роботи, статичні вольт -амперні 

характеристики, основні параметри та застосування.  

Тема 9. Польові прилади з керувальним p-n-переходом. Методика розрахунку вольт-

амперних характеристик і основних параметрів польових транзисторів, перспективи 

розвитку інтегральних транзисторних структур.  
Тема10.Напівровідникові прилади спеціального призначення, їх функціональні можливості 

та особливості побудови. Типи конструкцій та структура НІМС (напівпровідникова 

інтегральна мікросхема).Використання фотоелектричних компонентів, особливості 

функціонування та перспективи розвитку. 



 

4. Структура навчальної дисципліни  

Змістовий 

модуль 

Усього 

годин 
Аудиторні (контактні) години Самостійна 

робота, год 

Система накопичення 

балів 

Усього 

годин 

Лекційні  

Заняття, 

год 

Лабораторні 

заняття, год 

Теор. 

зав-

ня, 

 к-ть 

балів 

Лабор. 

зав-ня, 

к-ть 

балів 

Усього 

балів 

о/д

ф. 

з/ди

ст 

ф. 

о/д 

ф. 
з/дист 

ф. 
о/д 

ф. 
з/дист 

ф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 15 8 4 2 2 6 2 7 11 4 8 12 

2 15 8 4 2 2 6 2 7 11 4 8 12 

3 15 8 4 2 2 6 2 7 11 4 8 12 

4 15 8 4 4 2 4 2 7 11 4 8 12 

Індивід.завд            12 

Усього за 

змістові 

модулі 

60 32 16 10 8 22 8 28 44 16 32 60 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

залік 

30      30 30 20 20 40 

Загалом 90 100 

 

5. Теми лекційних занять  
№ 

змістового  

модуля 

Назва теми Кількість 

годин 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

1 2 3 4 

1 Загальна класифікація матеріалів мікро- та наноелектроніки. 

Види матеріалів та металевих сплавів, їх основні властивості  та 

застосування. Класифікація, основні параметри  та 

характеристики провідникових матеріалів.  Метали і сплави 

високої провідності. Неметалеві, композиційні та оксидні 

провідникові матеріали. Класифікація магнітних матеріалів. 
Магнітні матеріали спеціального призначення.  Нанорозмірні 

матеріали електроніки. Високоентропійні сплави. 

2 2 

2 Властивості напівпровідників. Класифікація 

напівпровідникових матеріалів та  основні їх групи. Фізичні 

ефекти в напівпровідниках, що мають важливе прикладне 

значення: термоелектричні явища; вплив сильного 

електричного поля на електропровідність. Параметри та 

характеристики напівпровідникових матеріалів.  Властивості і 

використання напівпровідникових сполук типу  

АIII ВV, АII В VI. Загальні фізико-хімічні властивості та 

класифікація діелектричних матеріалів.  Пасивні та активні  

діелектрики, основні групи, фізико-технічні властивості і 

можливості  їх використання. 

2 2 

3 Базові компоненти мікроелектроніки, основні типи, 

класифікація та застосування. Напівпровідникові дифузійні та 

плівкові резистори. Резистори інтегрованих мікросхем. 

Конструкції, матеріали для їх виготовлення, основні параметри 

та характеристики.   

2 2 



 

 Напівпровідникові дифузійні  та плівкові конденсатори. 

Конструкції конденсаторів та матеріали для їх виготовлення, 

особливості застосування конденсаторів різних типів. 
Індуктивні елементи ІМС. Основні технічні характеристики 

індуктивності. Плівкові RC – структури. 

4 Діоди універсального призначення. Діоди в 

напівпровідникових ІМС. Види, призначення, принцип дії, 

технологічні та конструктивні особливості, параметри та 

характеристики  діодів.  

Сучасні інтегровані біполярні транзистори. Режими роботи, 

статичні вольт -амперні характеристики, основні параметри та 

застосування.  Польові прилади з керувальним p-n-переходом. 

Методика розрахунку вольт-амперних характеристик і 

основних параметрів польових транзисторів, перспективи 

розвитку інтегральних транзисторних структур. 

Напівпровідникові прилади спеціального призначення, їх 

функціональні можливості та особливості побудови. Типи 

конструкцій та структура НІМС (напівпровідникова 

інтегральна мікросхема). Використання фотоелектричних 

компонентів, особливості функціонування та перспективи 

розвитку. 

4 2 

Разом 10 8 

 

  

 

 6. Теми лабораторних занять  
 

 
№ 

змістового  

модуля 

Назва теми Кількість 

годин 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

1 2 3 4 

1 

 

1 

Дослідження матеріалів  для інтегральних резисторів  та 

розрахунок їх  параметрів 

Дослідження однорідності напівпровідникових структур 

 

3 

 

3 

2 

2 

 

2 

Дослідження матеріалів для виготовлення інтегральних 

конденсаторів 

Дослідження механізму проходження струму в універсальних   

діодах 

3 

 

3 

2 

3 

 

 

3 

Дослідження впливу температури на параметри транзистрних 

структур 

Дослідження характеристик приладу спеціального призначення 

3 

 

 

3 

2 

4 Дослідження характеристик фотоелектричних компонентів 

 

4 2 

Разом 22 8 

 

 



 

7.Самостійна робота 

 

№ 

мод

уля 

 

Зміст самостійної роботи 

Кількі

сть 

годин, 

денна 

форма 

Кількі

сть 

годин, 

заочна 

форма 

1 

 

1 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконання ЛР1,   

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконання  ЛР2 

2 

 

2 

3 

 

3 

1 Підготовка до проміжного контролю 1 1 

2 

 

2 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконання ЛР3. 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконання  ЛР4. 

2 

 

2 

3 

 

3 

2 Підготовка до проміжного контролю 1 1 

3 

 

3 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконанняЛР5. 

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконання ЛР6. 

2 

 

2 

3 

 

3 

3 Підготовка до проміжного контролю 1 1 

4 Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка 

до виконанняЛР7. 

2 2 

4 Підготовка до проміжного контролю 1 1 

 Індивідуальне завдання 10 20 

 Разом 28 44 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Види і зміст поточних контрольних заходів 

№ 

змістового 

модуля 

Види поточних 

контрольних 

заходів 

Зміст поточного контрольного 

заходу 

*Критерії 

оцінювання 

Усьог

о 

балів 

1 2 3 4 5 

1 

Проміжний 

контроль знань 

Питання для підготовки:  

Загальна класифікація 

матеріалів мікро- та 

наноелектроніки. Види 

матеріалів та металевих сплавів, 

їх основні властивості  та 

застосування. Класифікація, 

основні параметри  та 

характеристики провідникових 

матеріалів.  Метали і сплави 

високої провідності. 

Неметалеві, композиційні та 

оксидні провідникові матеріали. 

Класифікація магнітних 

матеріалів. Магнітні матеріали 

спеціального призначення.  

Нанорозмірні матеріали 

електроніки. Високоентропійні 

сплави. 

 

Тестові питання 

оцінюються: 

правильно/ 

неправильно. 

Кількість завдань – 8. 

Правильна відповідь 

оцінюється у 0,5 бали 

4 

Лабораторна  

робота 1 

 

Лабораторна  

робота 2 

Вимоги до виконання та 

оформлення:  

Лабораторна робота 

виконується з використанням 

комп'ютерної техніки 

Завдання для лабораторної 

роботи у  вигляді файлів PDF 

завантажено на сайт системи 

Moodle ЗНУ.  

Кожне завдання 

лабораторної роботи 

за змістовим 

модулем оцінюється 

від 1 до 4 балів з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання при 

захисті роботи. 

4 

 

 

 

 

 

4 

Усього за 

ЗМ 1 
3 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Проміжний 

контроль знань 

Питання для підготовки:  

Властивості напівпровідників. 

Класифікація 

напівпровідникових матеріалів 

та  основні їх групи. Фізичні 

ефекти в напівпровідниках, що 

мають важливе прикладне 

значення: термоелектричні 

явища; вплив сильного 

електричного поля на 

електропровідність. Параметри 

та характеристики 

напівпровідникових матеріалів.  

Властивості і використання 

напівпровідникових сполук 

типу  

АIII ВV, АII В VI. Загальні 

фізико-хімічні властивості та 

класифікація діелектричних 

матеріалів.  Пасивні та активні  

Тестові питання 

оцінюються: 

правильно/ 

неправильно. 

Кількість питань – 8. 

Правильна відповідь 

оцінюється у 0,5 бали 

4 



 

діелектрики, основні групи , 

фізико-технічні властивості і 

можливості  їх використання 

 

Лабораторна 

робота 3 

 

Лабораторна  

робота 4 

 

Вимоги до виконання та 

оформлення:  

Лабораторна робота виконується з 

використанням лабораторного 

обладнання 

Завдання для лабораторної 

роботи у  вигляді файлів PDF 

завантажено на сайт системи 

Moodle ЗНУ.  

Кожне завдання 

лабораторної роботи 

за змістовим 

модулем оцінюється 

від 1 до 4 балів з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання при 

захисті роботи. 

4 

 

 

 

 

4 

Усього за 

ЗМ 2 
3 

  12 

3 

Проміжний 

контроль знань  

Питання для підготовки:  

Базові компоненти 

мікроелектроніки, основні типи, 

класифікація та застосування. 

Напівпровідникові дифузійні та 

плівкові резистори. Резистори 

інтегрованих мікросхем. 

Конструкції, матеріали для їх 

виготовлення, основні 

параметри та характеристики.   

 Напівпровідникові дифузійні  

та плівкові конденсатори. 

Конструкції конденсаторів та 

матеріали для їх виготовлення, 

особливості застосування 

конденсаторів різних типів. 

Індуктивні елементи ІМС. 

Основні технічні 

характеристики індуктивності. 

Плівкові RC – структури  

 

Тестові питання 

оцінюються: 

правильно/ 

неправильно. 

Кількість питань – 8. 

Правильна відповідь 

оцінюється у 0,5 бали 

4 

Лабораторна 

робота 5 

 

Лабораторна 

робота 6 

Вимоги до виконання та 

оформлення:  

Лабораторна робота виконується з 

використанням комп'ютерної 

техніки 

Завдання для лабораторної 

роботи у  вигляді файлів PDF 

завантажено на сайт системи 

Moodle ЗНУ.  

Кожне завдання 

лабораторної роботи 

за змістовим 

модулем оцінюється 

від 1 до 4 балів з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання при 

захисті роботи. 

4 

 

 

 

 

 

4 

Усього за 

ЗМ 3 
3 

  12 

4 
Проміжний 

контроль знань  

Питання для підготовки:  

Діоди універсального 

призначення. Діоди в 

напівпровідникових ІМС. Види, 

призначення, принцип дії, 

технологічні та конструктивні 

особливості, параметри та 

характеристики  діодів.  

Сучасні інтегровані біполярні 

транзистори. Режими роботи, 

Тестові питання 

оцінюються: 

правильно/ 

неправильно. 

Кількість питань – 8. 

Правильна відповідь 

оцінюється у 0,5 бали 

4 



 

статичні вольт -амперні 

характеристики, основні 

параметри та застосування.  

Польові прилади з керувальним 

p-n-переходом. Методика 

розрахунку вольт-амперних 

характеристик і основних 

параметрів польових 

транзисторів, перспективи 

розвитку інтегральних 

транзисторних структур. 

Напівровідникові прилади 

спеціального призначення, їх 

функціональні можливості та 

особливості побудови.Типи 

конструкцій та структура НІМС 

(напівпровідникова інтегральна 

мікросхема). Використання 

фотоелектричних компонентів, 

особливості функціонування та 

перспективи розвитку 

 

Лабораторна 

робота 7 

Вимоги до виконання та 

оформлення:  

Лабораторна робота виконується з 

використанням комп’ютерної 

техніки. 

Завдання для лабораторної 

роботи у  вигляді файлів PDF 

завантажено на сайт системи 

Moodle ЗНУ.  

Кожне завдання 

лабораторної роботи 

за змістовим 

модулем оцінюється 

від 1 до 8 балів з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання при 

захисті роботи. 

8 

Усього за 

ЗМ 4 
2 

  12 

Індивідуальне завдання (ІЗ) 

ІЗ виконується у вигляді 

письмової роботи з 

обов’язковим публічним 

захистом на останньому 

навчальному тижні. Перед 

публічним захистом робота 

надсилається на попереднє 

рецензування (електронна 

скринька: zn.a@ukr.net, 

nikonova.za.21@gmail.com . 

 Тема ІЗ обирається впродовж 

перших двох перших тижнів 

семестру з переліку 

запропонованих тем. Тематика, 

вимоги до обсягу та 

оформленню ІЗ та презентації 

див. на сторінці курсу у Moodle: 

https:// 
https://moodle.znu.edu.ua/course/v

iew.php?id=8585 

ІЗ оцінюється від 1 до 

10 балів з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання при захисті 

завдання 

12 

Усього за 

змістові 

модулі 

12 

  60 

 

mailto:zn.a@ukr.net


 

9.    Підсумковий семестровий контроль 

   
Форма  Види підсумкових 

контрольних заходів 

Зміст підсумкового 

контрольного заходу 

Критерії 

оцінювання 

Усього 

балів 

1 2 3 4 5 

 
З

а
л

ік
 

 

 

 

 

 

Тестування 

Питання для 

підготовки: див. 

питання до ЗМ 1–4 у 

таблиці 8. 

Тестування 

передбачає  обмежену 

у часі (60 хвилин) 
відповідь на 

теоретичні питання.  

У разі дистанційної 

форми навчання залік 

проходить у тестовій 

формі через 

платформу Moodle. 

Тестові питання 

оцінюються: 

Із 6 відповідей  

обрати  правильний 

варіант. 

Кількість питань 20. 

Правильна 

відповідь 

оцінюється у 1 бал. 

20 

Письмова 

практична робота 

Робота складається з 2 

практичних завдань, 

які виконуються з 

використанням 

комп'ютерної техніки 

Завдання  

оцінюється: 

правильно/ 

неправильно. 

Правильне завдання 

оцінюється у 10 

балів, з 

урахуванням 

відповідей на 

запитання. 

20 

Усього за 

підсумков

ий  

семестров

ий 

контроль 

 

2 
  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою 

   університету 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 
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